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【はじめに】 

量子ビームは構造解析などの研究に利用さ

れているが、近年は量子ビームの制御技術の進

歩により、複数の量子ビームを融合化した多量

子ビームの利用が主流となりつつある。我々は、

多量子ビームを検出できる検出器として、10
B

中性子吸収体を付加した超伝導トンネル接合

(STJ)素子に着目し、研究を行っている。 

【10
B 中性子吸収体を付加した STJ検出器】 

本研究で提案するのは、X線の検出が可能な

STJ検出器の上部に 10
B中性子吸収体を付加す

ることで、中性子も検出することができる多量

子ビーム検出器である(Fig.1)。また、STJ検出

器直下の Si基板をエッチングしてフォノン伝

搬によるクロストークを防ぎ、アレイ化するこ

とで位置分解能を高める[1]。今回は、STJ直下

の Si基板のエッチング時の最適条件、その条

件での Si基板のエッチングによる特性への影

響について報告する。 

 

Fig.1. STJ detector with 
10

B neutron absorber 

【Si深掘り溝加工】 

 Si基板の深掘り加工には、SF6ガスを用いた

エッチングと C4F8ガスを用い 

たパッシベーションを交互に 

繰り返す BOSCH法を用いた。 

また、エッチング時間：パッ 

シベーション時間＝5：2
[2]で 

エッチングした(Fig.2)。Fig.2 

より垂直にエッチングされて 

いることが分かる。 

【測定結果】 

作製した STJ 検出器の裏面エッチング前後の

I-V 特性を Fig.3 に示す。同図の通り、STJ 検出器

直下の Si 基板を除去しても適切な特性を得られ

ていることがわかる。詳細は講演の際に報告する。 
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